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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Bidang elektronik saat ini memegang peranan pgrdinberbagai sektor
pembangunan. Hal ini terlihat dari banyaknya penggu piranti elektronik di
setiap kegiatan manusia. Salah satu diantaranyahaftéodioda.

Fotodioda adalah sensor cahaya yang menghasilkenaau tegangan
ketika sambungan semikondukimn dikenai cahaya. Fotodioda dapat dianggap
sebagai baterai solar, tetapi biasanya mengacu gaasor untuk mendeteksi
intensitas cahaya (Hamamatsu, 2007). Pada umurfotgdjoda yang ada saat ini
merupakan fotodioda yang terbuat dari materiakaili dan germanium. Pada
fotodioda berbasis silikon, nilai tegangaarrier yang dimilikinya 0,7 V dan arus
gelap yang didapatkan tergolong rendah. Nilai tggabarrier untuk fotodioda
berbasis germanium bernilai 0,3 V dan arus gelapg y@imilikinya tergolong
dalam arus gelap yang tinggi. Dalam pemanfaatanfotadioda diharapkan
memiliki nilai tegangarbarrier yang rendah serta arus gelap yang rendah pula.
Hal ini ditujukan agar dalam penggunaannya, fotdaigang digunakan tidak
memerlukan tegangan yang besar. Selain itu arug gelng rendah diperlukan
agar perubahan arus yang terjadi ketika penyindegrat tergambarkan dengan
jelas. Sehingga perlu pemikiran untuk pembuatardiotla dengan bahan lainnya
yang dapat menghasilkan nilai tegandamrier yang rendah (mendekati nilai

tegangarbarrier fotodioda germanimum) dengan arus gelap yang fenda



Dari beberapa hasil kajian, LiTgOmerupakan material optik, opto-
elektrik serta piezoelektrik yang penting. Hal uhkarenakan bahan LiTaO
memiliki kemampuan untuk merubah fase dari feridele menjadi paraelektrik.
Sifat-sifat ini (lebih khusus tentang sifat pirdelé) dibuktikan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Itskovsky (1999) ydelah berhasil membuat sel
surya piroelektrik infra merah triglisin sulfat, TaO;, NaNQ,, dan desain roda
chopper dengan selisin antara frekuensi resonaarsn section (f;;) dengan
frekuensi resonansdriving section (f,) sebesar 10 % pada alat ukur arus
piroelektrik sel surya. Selain itu Imada al (1998), Fradenet al (2000),
Taniguchi et al (1997) telah berhasil melakukan pengukuran arusefaktrik
berbantuan JFET ddf\ converter dari bahan LiTa@dengan karakterisasi sensor
berupa waktu respon listrik sebesar 2 detik pagasitor = 40 pF dan hambatan
= 50 @ serta respon frekuensi 3 dB di atas frekuensioff-nya. Selain itu,
LiTaO; merupakan kristal non-hygroskopis yang tidak mudakak sifat
optiknya, sifat ini yang menjadikan bahan Lia@nggul dari bahan lainnya.
Sehingga bahan LiTaOini cocok untuk dijadikan sebagai suatu piranttoep
elektronik seperti halnya fotodioda. Namun hinggatsni para peneliti masih
belum banyak memberikan gambaran tentang penggureem LiTaQ@ sebagai
fotodioda. Dengan demikian perlu diadakannya kajiabih lanjut untuk
mempelajari sifat bahan tersebut sebagai fotodisdeara lebih detail dan

terperinci.



Pembuatan fotodioda berbasis bahan LiTaO3 dihamapkipat
menggantikan penggunaan fotodioda berbasis sidtanpun germanium dengan
nilai tegangararrier yang rendah serta nilai arus gelap yang rendah pul

Pembuatan fotodioda dapat dilakukan dengan berlezayai Salah satu
diantaranya adalah pembuatan fotodioda denganktgdenumbuhan film tipis
Soin-Coating. Teknik spin-coating merupakan teknik yang palirgdeshana
dibandingkan dengan teknik penumbuhan tipis lainfiyeknik ini merupakan
teknik yang dapat dilakukan untuk skala kecil, ipeltu teknik spin-coating ini
memerlukan biaya yang relatif lebih murah sehinggamgat cocok untuk
dilakukan.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oledra - peneliti,
temperaturanneal dapat mempengaruhi sifat-sifat yang dimiliki ol#im tipis
tersebut. Secara umum semakin tinggi nilai temperatneal yang diberikan,
akan membuat energi gap yang dimiliki oleh filmigipnenurun (Mahdi, 2007).
Kenaikan temperatuannealing-pun dapat menyebabkan penurunan sifat magnet
pada bahan dengan cepat dengan rentang tempamnagat 200 °C hingga 1000
°C (Li, 2007). Hasil penelitian lainnya menunjukkiaahwa temperatur optimum
untuk prosesinnealing berada di sekitar 8GTC.

Pada piranti-pirantielektronik, sifat yang sandarpengaruh dalam
penerapannya adalah karakteristik listrik dari mtiraersebut. Salah satunya
adalah konduktivitas yang dimiliki oleh piranti $ebut. Dengan demikian perlu
adanya penelitian yang mempelajari karakterisskrik dari film tipis LiTaQ

sebagai suatu piranti fotodioda.



1.2 Perumusan M asalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, makasalah dalam penulisan
kali ini adalah bagaimana pengaruh variasi temperanneal terhadap
karakteristik listrik fotodioda berbasis LiTg®

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebaalad suhuannealing
dan variabel terikatnya karakteristik 1-V fotodiodarbasis LiTa@serta variabel

tetapnya adalah laju putaran dan konsentrasi LiTaO

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu pembuatatodioda berbasis
LiTaOs dengan teknik sol-gedpin-coating dengan variasi suhannealing yang
diberikan adalah 908C, 950°C, dan 1000°C. Proses karakterisasi listrik yang

dilakukan lebih dikhususkan pada karakteristik (A¥us —Tegangan).

1.4 Tujuan Pen€litian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untukngetahui pengaruh
suhu pemanasararnealing) saat proses pembuatan terhadap karakteristik 1-V

fotodioda berbasis LiTa
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1.5 Manfaat Penditian

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan divfai®dioda yang
memiliki teganganbarrier yang rendah dengan arus gelap yang rendah pula
sehingga dapat digunakan sebagai perangkat dalaamgsbarang elektronik
sebagai pengganti fotodioda berbahan silikon ataggumanium. Selain itu juga
menghasilkan data yang dapat dijadikan sebagt base untuk penelitian

selanjutnya.



